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Resumen

Es conocido que la técnica fotoactstica (FA) permite la
medicion de propiedades de transporte en semiconductores
[1]. En este trabajo describimos el proceso de creacion y
recombinacion de portadores minoritarios en el sistema
CdS/CdTe, que contribuyen a la generacion de la sefial FA.
Se hace el planteamiento del sistema de ecuaciones y se
muestran los resultados de mediciones preliminares.

Introduccion

En los ultimos afios se han desarrollado modelos para describir
como depende la sefial FA de la frecuencia de modulacion, f,
para diferentes tipos de estructuras semiconductoras, teniendo
en cuenta los mecanismos de recombinacion de portadores [1].
El sistema CdS/CdTe es muy importante por sus aplicaciones
en celdas solares, y la caracterizacion de la interfase entre estos
materiales, y entre la estructura semiconductora y el sustrato
sobre el cual es crecida (ej. vidrio), es de gran importancia. En
este trabajo reportamos acerca del planteamiento del problema
que permitird, al ser resuelto, la medicion de la velocidad de
recombinacion interfacial en ese sistema.

Experimental
El esquema experimental mas utilizado para medir propiedades

de transporte en semiconductores hace uso de la denominada
Celda FA abierta [1].

Fig. 1. Esquema de la cohﬁguracién experir.ne.nial mostrando la
recombinacion de portadores en el sistema CdS/CdTe
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Fig. 2. Resultados para muestra de CdS/CdT.

En nuestro caso las mediciones fueron hechas usando la linea
de 514 nm de un laser de Ar', para la cual el CdS es

transparente y el CdTe opaco. La excitacion tuvo lugar de la

manera que se ilustra en la Fig. 1.

La Fig. 2 muestra el resultado de una medicion tipica para la
amplitud (a) y la fase (b) de la sefial. Los resultados obtenidos
para la amplitud de la sefial FA muestran que para dicho
sistema se observa la dependencia tipica de f para una muestra

térmicamente gruesa

Teoria

Para obtener la velocidad de recombinaciéon, S, en la
interfase CdS/CdTe es necesario encontrar la expresion que
relaciona la amplitud y la fase de la sefial FA con ese
parametro y con la frecuencia de modulacién, w=2rf, para
hacer un ajuste de los datos experimentales. Para ello hay
que resolver el sistema de ecuaciones de difusion de calor en
cada region del sistema de la Fig. 1 con las condiciones de
frontera apropiadas:

En el vidrio la ecuacion de difusion es de la forma:
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En la camara FA:
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En el semiconductor (CdTe):
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donde le densidad de portadores, §, puede calcularse
mediante:
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228,00+ 2 (1 - Berpi-x) = 0

Ademas de la continuidad del flujo de calor y de Ia

temperatura en las interfases, en la superficie debe
cumplirse:
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En las ecuaciones anteriores 0 es la temperatura, q=(iw/a.),
o la difusividad térmica, B (R) el coeficiente de absorcion
(reflectancia) optico, k la conductividad térmica, I, la
intensidad de la radiacién incidente, T, el tiempo de
recombinacion no radiativo, E la energia de los fotones y E,
la de la brecha prohibida del CdTe.

Actualmente estamos enfrascados en la resolucion de este
sistema y el ajuste de los datos experimentales a su solucion.
Este trabajo fue apoyado parcialmente por COFAA, SIP-IPN
y CONACYT.
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